<> BLW 35

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung: VHF-Senderverstirker (B- oder C-Betrieb) =175 MHz
Application: VHF power amplifier (Class B- or C-operation) Upp =135V

Vorlaufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions
MaBe in mm

—

10-32UNF-2A @84 @1

—={33

b s =65 Normgehause

JEDEC TO 60

Gewicht - Weight

Emitter mit Geh&duse verbunden max. 5g

Emitter is connected to case

Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung UceBo 39 \%
“oliektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 17 v
—Emitter-Basis- Sperrspannung Uego 4 \%
Kollektorstrom Ic 17 A
Kollektorspitzenstrom
f>2MHz icm 25 A
Gesamtverlustleistung
tcase < 50°C Ptot 15 w
Sperrschichttemperatur t 200 °C
Lagerungstemperatur tstg _ —55..+200 °C
Anzugsdrehmoment Ma 110,05 Nm

(10£05 cmkp)
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T 731087 T
lc
- Erlaubter Arbeitsbereich
teageS 50T
—— t>2MHz 3 |
TN N
1| rsamme L\
A t
Y
1]
3
1
o1 E=imWs ||
Ugg =15V [
Rgg =100 H
0,01
1 ov
Uce—*

Min. Typ. Max.
Waiarmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Gehiuse RihJc 10 °C/w

Statische KenngréBen - DC characteristics
Gehéusetemperatur toqe = 25°C
Kollektorreststrom

Uce = 15, IB =0 ICEO 011 mA
Kollektor-Basis-Sperrspannung -

Ic=05mA lg =0 UCBO') 39 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

=0 Uceosus? 17 v

Emitter-Basis-Sperrspannung

Ig = 1 mA, Ic=0 UEBO 4 \
Kollektor- Emitter-Sattigungsspannung

Ic=1A,lg =02A UcEsat 19 1 Vv
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Ucg =5V, Ig =05A hpe*)?2) 10 100

t t
*)AQL = 0,65% 1)%’ =0Ltp=10ms 2) Tp =001, tp = 03ms
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Min. Typ. Max.
Dynamische KenngroBen - AC characteristics

Gehéusetemperatur toage = 25°C
Transitfrequenz

Ucg = 5V. f = 100 MHz frmax V) 800 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucp = 12V, f = 1MHz CcBoO 17 pF

Ausgangsleistung
Ucg = 12V, f = 175MHz, P; = 1,5 W P,

Generator-impedanz: Zg = (5+j0,5)Q

2
q? 75 w

"~ Last-Leitwert: YL = (80—-j21) mS
Kollektor-Wirkungsgrad
Uce = 12V, f = 175 MHz, Pq = 8W e ?) 60 %

Ausgangsleistung

Ucp =135V, f=175MHz, P; = 15W Pq 2) 9,75 W

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s < 50, Ucg = 12V, P; = 1,5W und
= 175 MHz tritt eine Schadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt < 200°C.

By mismatching the output (reactive load) with: s < 50, Ugg =12V, P; =15 W,

f = 175 MHz there is no damage to the transistor, provided tj < 200°C.

Cq3.4"7.--45pF

Co =10...70pF

Ly =60mm CuAg #1,5

Lo =4Wdg auf Ferritperle3x4
L3 =4WdgCul$08

Ly =23mm CuAg #15

Lg =2Wdg@7CuAg$1.5

Lg =19mmCulg @15

L;  =5Wdg.l=6mmCul#07
Rg =R =500

731148 Ttk MeBschaltung fur: Pq,r,c;
Lg Ls | Lg f=175 MHz

1) Maximalwert der Funktion fT = f(Ic)  2) siehe MeBschaltung
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T l ! ! 721089 ™ T 721055 ™
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung: VHF-Senderverstarker (B- oder C-Betrieb) f=175 MHz
Application: VHF power amplifier (Class B- or C-operation)  Upg =135V

Vorliufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions
*daBe in mm

10-32UNF-2A 21
j
—=133
le— 111 —>/="108 Normgehause
JEDEC TO 60
Gewicht - Weight
Emitter mit Gehause verbunden max. 5g
Emitter is connected to case
Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 39 \' -
_ follektor-Emitter-Sperrspannung UcEo 17 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung UEBO 4 v
Kollektorstrom Ic 3,5 A
Kollektorspitzenstrom
f=>2MHz Icm 5 A
Gesamtverlustleistung
tcase = 50°C Piot 25 w
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —55..+200 °C
Anzugsdrehmoment Ma 10,05 Nm

(1005 cmkp)
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? 731037 Th
Ic
Erlaubter
T
10 tease 550°C
A
2w N
[ )
— tsamHz A _—
\
1 A
%
i
\\
E =2mWs
Ugg = 15V
Rgg =100 B
o1 L
1 0oV
Uce —*

Min. Typ. Max.
Warmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Gehiuse Rihdc 6 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics

Gehausetemperatur tcase = 25°C

Kollektorreststrom
Uce=15V,lg =0

ICEO 0,23 ~A

Kollektor-Basis-Sperrspannung ~—

Ic=1mA lg =0 Ucgo ™) 39 \Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

=0 UcEOsus ") 17 v
Emitter-Basis-Sperrspannung

lE=1mA g =0 Uego 4 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ic=20A,Ig =04A Ucesat™? 1 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce =5V, |C =1A hre *)2) 10 100

T

AEG-TELEFUNKEN
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Min. Typ. Max.
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Gehédusetemperatur tazge = 25°C
Transitfrequenz

Ucg = 5V, f = 100 MHz frmax V) 700 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Uce = 12V, f = 1 MHz CCBO 30 pF
Ausgangsleistung

Ucg =12V, f = 175MHz, P; = 4 W Pq 2) 15,5 W

Generator-Impedanz: Zg = (3,5+j0)Q
~ Last-Leitwert: YL = (145-j6) mS
Kollektor-Wirkungsgrad

Uce = 12V, f = 176 MHz, Pq = 16 W 0.2 68 %
Ausgangsleistung

UcE =135V, f=175MHz, Pj=28W  Pg? 15 w

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s < 50, Ugg = 12V, P; = 4 W und
f = 175 MHz tritt eine Schadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt tj < 200°C.

By mismatching the output (reactive load) with: s < 50, Ugg = 12V, P; = 4 W,
f = 175 MHz there is no damage to the transistor, provided tj < 200°C.

Ly Lg Le

C1,34= 7...45pF

Cp, =10...70pF

Ly =60mm CuAgf15

Lo  =4Wdgauf Ferritperle 3x4

L3 =4Wdg; @ 5mm| =7mm;
R CuL P08
L

Ly =23mmCulg $15
Ls =2Wdg; @ 7mmi=6mm;

. e » e CuA 15
pa . 9 f
Lg =19mmCuAgfP1,5
- 2,5uF Rg=R=500
+ Us =

731146Tfk MeBschaltung fﬁr:l}],qc;
L L Le
a1 f= 175 MHz

1) Maximalwert der Funktion fr = f(Ic)  2) siche MeBschaltung
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung: UHF-Senderverstéirker (B- oder C-Betrieb) f= 470 MHz
Application: UHF power amplifier (Class B-or C-operation) Upp = 13,8V

Vorliufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

1aBe in mm
- & ) 2635 897
| ) 8-32 UNC 2A
18x45° ]
‘ | —¥ i
& — —I_G" — ] 3‘74}7249 a1as |
Faa B R ==
[ f
€ L&\s »  3/8" Schraubstutzen-
249 e g —olazbel Stripline-Gehause
le— 12— 52 b= SOT 48
Gewicht - Weight
Schraubstutzen isoliert max. 25¢g
Isolated stud
Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 50 v
- «ollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 25 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung UeBO 4 Y
Kollektorstrom Ic 0,7 A
Kollektorspitzenstrom
f > 2MHz lcM 21 A
Gesamtverlustleistung
tcase = 50°C Piot 8,8 W
Sperrschichttemperatur i 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —55..+200 °C
Anzugsdrehmoment Ma 0,8+ 0,05 Nm

(80,5 cmkp)
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!
b Eriaubter Arbel!sberelct:‘___‘_
- tease £ 80°C
f>2MHz \
A S
N
1 N\
A
tS2MHz N v
N \}
N '\‘
N\
\
N
01
l___ E=035mws!
| Ugg=1.5v 24
| Rge- 100 -
001 ’ ] l
1 10V Ucg —
Min. Typ.
Waérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause Rthac
Statische KenngréBen - DC characteristics
Gehéusetemperatur to550 = 25°C
Kollektorreststrom
Uce = 18V, IB =0 IceO
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Ic = 1mA, lge=0 Uoso*) 50
KolIektor-Emitter-Sperrspannung
B=0 UcEosus® 25
Emitter-Basis- Sperrspannung
Ig = 1mA, Ilc=0 Uego 4
Kollektor-Emitter—Séttigungsspannung
Ic=07A,lIg=02A UcEsat®)?
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce =5V, IC =01A hFE *)2) 20

t 1
)AQL - 0g5% P =o0Lty-10ms 2) + =001t = 03ms

Max.

17

0,5

15

200

°C/W

~4
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Min. Typ. Max.
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Gehéausetemperatur tpa5¢ = 25°C
Transitfrequenz

Ucg = 5V, f = 100MHz fTmax Y 1000 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg =25V, f=1MHz CcBo 9 pF
Ausgangsleistung

Ucg =12V, f =470MHz, P; = 0,2W Pq 2 1,1 w

Generator-Impedanz: Zg = (3,5-j2,5)Q

=~ Last-Leitwert: YL =(11-j26) mS

Kollektor-Wirkungsgrad

Ucg =12V, f=470MHz, P =11 w 15 ?) 50 %
Ausgangsleistung

Ucg =138V, f=470MHz, P; =02 W Pq 2) 1,5 W

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s < 50, Ugg = 12V, P; = 0,2W und

f = 470 MHz tritt eine Schadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt tj < 200°C.
By mismatching the output (reactive load) with: s = 50, Ugg = 12V, P; = 0,2 W,

f = 470 MHz there is no damage to the transistor, provided i < 200°C.

Ly = 3 Wdg/$8 Cul
L, =5 Wdgl$a Cuag
L =3 Wdg/$8CuL
Lg = Ferritdrossel

RG=Rp =510
N
'WF MeBschaltung fiir:P_.n.;
731147 Ttk S l_I g q'lc
+ Us - f=470 MHz

1) Maximalwert der Funktion fT = f(Ic)  2) siehe MeBschaltung
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung: UHF-Senderverstérker (B- oder C-Betrieb) f =470 MHz
Application: UHF power amplifier (Class B-or C-operation)  Ugg =138V

Vorliufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

*1aBe in mm
$635 897
] 8-32 UNC 2A
18x45° — 1

B—{ — —I—C- — 37 57 31{15 |
| :;;541 249 ? 7 1
ki e
I
M 1 3/8" Schraubstutzen-
. 249 o3 | Stripline-Gehause
L e SOT 48
Gewicht - Weight
Schraubstutzen isoliert max. 259
Isolated stud
Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 50 \
_ {ollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 25 v
= Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 4 \Y
Kollektorstrom Ic 1 A
Kollektorspitzenstrom
f > 2MHz Ic™M 3 A
Gesamtverlustieistung
tcase < 50°C PtOt 15 W
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —55..+200 °C
Anzugsdrehmoment Ma 0,8+0,05 Nm
(805 cmkp)

B2.20673 119
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{ HH
1 I‘ll
~ e -.,.,TE%‘_T_M I
f>2MHz N
N
\V
1 |- fS2MHz 0
A “
‘\
N
=0,7mWs
Ugg=15V
0,1 psﬁ-nn
0’011 0V
Ucg—
Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause Rihuc

Statische KenngroBen - DC characteristics

Gehausetemperatur to,qe = 25°C

Kollektorreststrom
UCE =18V, Ig=0
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Ic=2mAlIg=0
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Ig=0
Emitter-Basis-Sperrspannung
lE=1mA,lc=0
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=1Alg =025A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce =5V, Ilc =05A

IcEO
Ucso™)
Uceosus?)
Ueso
UcEsat *)?)

hFe*)?)

* tp tp
JAQL = 065% 1) T~ 0ltp=10ms 2)T =001ty - 03ms
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BLW 43

Min. Typ. Max.
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Gehausetemperatur tagge = 25°C
Transitfrequenz

Ugg = 5V, f = 100MHz fTmax 1 1000 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg =25V, f=1 MHz CcBO 15 pF
Ausgangsleistung

Ucg =12V, f=470MHz, Pj=1 w Pq 2) 3,5 '

Generator-Impedanz: Zg = (2-j8)Q

Last-Leitwert: Y| = (40—j40) mS
Kollektor-Wirkungsgrad

Ucg = 12V, f = 470 MHz, Pq =35W Nc?) 60 %
Ausgangsleistung

Ucg =138V, f=470MHz, Pj=1 w Pq 2) 4 w

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s < 50, Ugg = 12 V, P = 1Wund

f = 470 MHz tritt eine Schadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt t; < 200°C.
By mismatching the output (reactive load) with: s < 50, Ugg = 12V, Pj = 1 W,

f = 470 MHz there is no damage to the transistor, provided tj < 200°C.

Ly = 3 Wdg/¢8 Cul
L,=5 wdg/@4 Cuag
L3 =3 Wdg/@8CuL
Lg = Ferritdrossel

Rg=R =510
TWF MeBschaltung fiir: P, .0
731147 Ttk & I’_I 9 q''lc
+ Us - f=470 MHz

1) Maximalwert der Funktion fT = f(Ic)  2) siehe MeBschaltung
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Uge =138V
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung: UHF-Senderverstirker (B- oder C-Betrieb) f= 470 MHz
Application: UHF power amplifier (Class B- or C-operation) Upgp =138V

Vorlaufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

viaBe in mm
E 35 $9.7
| 8-32 UNC 24
x45° ‘
—3 1
s—4-1¢ — 337 & 3118 '
u? ¥ 249 r {
ki ]
| 45°
* 8] 3/8" Schraubstutzen-
2o R 013 Stripline-Gehéuse
___‘29_‘: 3:2 " SOT 48
Gewicht - Weight
Schraubstutzen isoliert max. 2,59

Isolated stud

Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung UcBo 50 %
_ Kollektor-Emitter-Sperrspannung UcEO 25 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 4 \Y
Kollektorstrom Ic .2 A

Kollektorspitzenstrom
f>2MHz Icm 6 A

Gesamtveriustleistung
tcase = 50°C Piot 43 w
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —55..+200 °C
Anzugsdrehmoment Ma 0,8+0,05 Nm
80,5 cmkp)
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f e
lc 1 .I TTITT
“ [ t>2MH2 AY 1]
Mt _":Ioo'c]
tS2MHz N ([N
1 N \
A Y
,1 E = 2mWs]
R
0,01
1 10V Uce—
Min. Typ. Max.
Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause Rthyc 3,5 °C/W
Statische KenngréBen - DC characteristics
Gehéausetemperatur to,q0 = 25°C
Koilektorreststrom
UCE =18V, Ig=0 ICEO 10 —*»
Kollektor-Basis-Sperrspannung ~
Ic=5mAIg=0 Ucgo™ 50 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
g =0 UceOsus?) 25 v
Emitter-Basis-Sperrspannung
Ig = 1mA, IC =0 Uego 4 \
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ilc =2A,lg=05A UcEsat M2 0,9 Y
Koliektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce=5V,Ic=1A heg*)?) 35 350

t t
*)AQL = 065% 1) TD =0itp = 10ms 2 Tp =001, tp = 03ms
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Min. Typ. Max.
Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Transitfrequenz -

Ugg =5V, f =100MHz fTmax Y 1000 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg = 25 V,f =1MHz CcroO 44 pF
Ausgangsleistung

Ucg = 12V, f = 470MHz, P; = 32W Pq 2) 8 W

Generator-lmpedanz: Zg = (0,6 —j7)Q

Last-Leitwert: YL = (90—j45) mS

- Kollektor-Wirkungsgrad

Ucg = 12V, f = 470 MHz, Pq =8W N¢?) 55 %
Ausgangsleistung

Ucg = 138V, f = 470MHz, P; = 3,5 w Pq 2) 10 W

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s = 50, Ugg = 12 V, P = 32Wund
f = 470 MHz tritt eine Schéadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt tJ- < 200°C.

By mismatching the output (reactive load) with: s < 50, Ucg = 12V, Pj = 32 W,
f = 470 MHz there is no damage to the transistor, provided tj < 200°C.

Ly =3 Wdg/@#8 Cul
Ly =5 wdg/@4 Cuag
Ly =3 Wdg/@#8 CuL
Lg = Ferritdrossel
Rg=R. = 510

MeBschaltung fiir: Pq,r)c;

731147 Ttk o
+ Uug - f= 470 MHz

1) Maximalwert der Funktion fT = f(ic) ~ 2) siehe MeBschaltung
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I 721160 ™ 72m81 ™
fa ™ M e 170 M
tcase® 25°C
tcane28°C
®
FFTN N
15 4 Ucg 18V
Ugg 2V i/
ucr-tx,ev Vg
Ucg 12V r4 B
10 40 ~—
/V
4 ’/
5 A 20
Y/
[0}
(o] 2 4 6 00 5 0w
p— B—
1 721069 ™™
r
1
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Ucg =5V
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08 tease = 25°C
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung: UHF-Senderverstéarker (B- oder C-Betrieb) f= 470 MHz
Application: UHF power amplifier (Class B- or C-operation)  Ugg =28V

Vorldufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

“MaBe in mm
— £ i 635 897

‘ 8-32 UNC 2A
x45° i

s — —-C — 37 57 3te1g
7—141 249

5757 f ?

k3

[ f
€ 8. 7 3/8"” Schraubstutzen-
o3
32

e 8 —oln Stripline-Gehause

e— 12—l 52 = SOT 48

Gewicht - Weight

Schraubstutzen isoliert max. 2,5g
Isolated stud

Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung UcBo 60 \
- lollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 \"
Emitter-Basis-Sperrspannung UeBo 4 Vv
Kollektorstrom Ic 0,7 A
Kollektorspitzenstrom
f > 2MHz Icm 21 A
Gesamtverlustleistung
tcase = 50°C Ptot 8,8 W
Sperrschichttemperatur t; 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —55...+200 °C
Anzugsdrehmoment Ma 0,8% 0,05 Nm

(80,5 cmkp)

B 2.2.0673
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T 721051 T,
|
- c Ertaubter
tcase $80°C
>2MHz \‘
3 N
A
[ ts2mnz AY
\
X
‘\
N\
\ E =035mWs —
Y uggetsV
o1 \ Ree =100
' ¥
Y
0,01
1 10v
Uce —

Min. Typ. Max.
Waérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehéuse Rihgc 17 °C/wW

Statische KenngréBen - DC characteristics
Gehausetemperatur to,q0 = 25°C
Kollektorreststrom

Ucg = 28V,Ig =0 Iceo 05 mA
Kollektor-Basis-Sperrspannung N

Ic=1mAlIg=0 Ucgo™) 60 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

B=0 Uceosus?) 30 v
Emitter-Basis-Sperrspannung

Ig = 1 mA, 'C =0 Ueso 4 \'
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ic =08A,lg =02A UcEsat™)? 15 \Y
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uce =5V, ic =01A hpe*)?) 20 200

t t
JAQL-o065% )P =o0ttp=10ms 2)P-001tp-03ms
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Min. Typ. Max.
Dynamische KenngroBen - AC characteristics
Gehéusetemperatur tp 50 = 25°C
Transitfrequenz

Ucg = 5V, f =100 MHz fTmax Y 1000 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg = 28V, f = 1MHz CcrO 6 pF
Ausgangsleistung

Uceg = 23V, f = 470MHz, P; = 0,1 W Pq 2) 15 W

Generator-Impedanz: Zg = (4—-j1,5)Q

Last-Leitwert: YL =(8-j25) mS
Kollektor-Wirkungsgrad

Uce = 23V, f = 470MHz, Pq = 15W g ?) 45 %
Ausgangsleistung

Ucg =28V, f=470MHz, P; = 0,175 W Pq 2 25 w

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s < 50, Ugg = 23V, P; = 0,1 W und

f = 470 MHz tritt eine Schadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt t; = 200°C.
By mismatching the output (reactive load) with: s = 50, Ugg = 23V, P; = 0,1 W,

f = 470 MHz there is no damage to the transistor, provided t; < 200°C.

Ly = 3 Wdg/$8CuL
L,=5 wdgl$a Cuag
L3 =3 Wdg/#8CuL
Lg= Ferritdrossel

RG=RL= 510
-
F MeBschaltung fiir: P_.n..;
731147 THk s I_I 9 q'lc
+ Ug - f=470 MH2z

1) Maximalwert der Funktion fT = f(Ic)  2) siehe MeBschaltung
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T l I'l I 721066 ™ f 721057 ™
Ucg=28
Pq e e
" Zy
,
/ v 8%0
- 7
Ucg = 23V
/ t=47OMHz | f-Enomz
,1 tcase = 25°C _| 60 tcase = 25°C
1/
Yy
2 / SRER
/ .
/ 40
/;
1_
| 20
o 100 200 300mwW 0o 1 2 ET™
P— Pq—

? 721053 Trk
fr
2
GHz
Ucg =5V
f =100MHz
tcase = 25°C
15
SN—
1
”
4
A
\
05 \Y
N
N
L
o] 200 400mA
|c —
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung: UHF-Senderverstirker (B- oder C-Betrieb)
Application: UHF power amplifier (Class B- or C-operation)

Vorldufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

“MaBe in mm
o £ 635 897
| 8-32UNC2A |
18245° ]
] I 3 t =
B — 4 ——CF — 3 37 57 3118 |
5‘7—;4 249 ? *
B Pr
[
' 18, 3/8” Schraubstutzen-
013| Stripline-Gehause
e ~ 8 -3kt SOT 48
I Gewicht - Weight
Schraubstutzen isoliert max. 25¢
Isolated stud
Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 60 \Y
__ ‘Ollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung Uero 4 Vv
Kollektorstrom Ic 1 A
Kollektorspitzenstrom
f > 2MHz Ic™m 3 A
Gesamtverlustleistung
tcase < 50°C PtOt 15 w
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —55..+200 °C
Anzugsdrehmoment Ma 0,8+0,05 Nm

8+t0,5 cmkp)
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A 5 721060 Tk
| T T T T
! I 11T
'C Erlaubter Arbeitsbereich
-~
VSRR tease S 90°C
N
N
1 N
A[— t2mhz -
N \
A)
v
\
\
X
\\
.\ L
N\ [E=07mWs —
\ [Ugg=15V
01 Rgg=100
A\
\
0,01
1 10V
Uce —

Min. Typ. Max.
Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehéuse RihJC 10 °C/w

Statische KenngréBen - DC characteristics
Gehéusetemperatur tooq = 25°C
Kollektorreststrom

Ucg = 28V, Ig=0 IcEO 2 mA
Kollektor-Basis-Sperrspannung “

Ic=2mA lIg =0 Ucso ) 60 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

=0 Uceosus Y 30 v
Emitter-Basis-Sperrspannung

[E=1mA g =0 Ueso 4 \'
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ic =10A,lg =025A Ucesat*)? 13 Vv
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uce =5V.Igc =05A hpg*)2) 20 200

t t
*)AQL = 065% 1) Tp =01, tp =10ms 2)$ =001, tp = 03ms
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Min. Typ. Max.
Dynamische KenngroBen - AC characteristics
Gehéusetemperatur tgpge = 25°C
Transitfrequenz

Ucg = 5V, f = 100 MHz fTmax D 1000 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg = 28V, f = 1MHz Ccro 11 pF

Ausgangsleistung
Ucg = 23V, f = 470MHz, P; = 06 W P

Generator-Impedanz: Zg = (2—-j8)Q

q2 45 w

7 Last-Leitwert : Y. = (30-j35) mS
Kollektor-Wirkungsgrad
Ucg = 28V, f = 470 MHz, Pq =45W Ne?) 60 %
Ausgangsleistung
Ucg = 28V, f = 470MHz, P; = 0,9 W Pq 2) 7.0 w

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s < 50, Ugg = 23V, P; = 06 W und
f = 470 MHz tritt eine Schadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt tj < 200°C.
By mismatching the output (reactive load) with: s £ 50, Ugg = 23V, P; = 6,6 W,

f = 470 MHz there is no damage to the transistor, provided t; < 200°C.

Ly =3 Wdg/@#8 CuL
Ly = 5 del¢4 CuAg
L3 =3 Wdg/ @8 CuL
Lg = Ferritdrossel

Rg=RL =510
1HF MeBschaltung fiir: P_,n_;
731147 Tk & g q'lc
v Us - f= 470 MHz

1) Maximalwert der Funktion fT = f(IC) 2) siehe MefBschaltung
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Pq c
10 Ucg =28V 80
w o | %
23V
LA
5 / ~
7 6
> / A t=a70MHz | 0 1
p4 4 tcase = 25°C
Uce= 23
= 470M m
5 y 40 tcasen26c | |
4/
7
254+ 20
0 05 1 15W 0 25 5 75W
Pj— Pq"
? ) 721062 Tik
fr
2
GHz T
f =100MHz
tcase = 25°C
15
~
e
1
\
05
~N
o 0,25 05 ,I5A
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Silicon NPN epitaxial planar transistor

Anwendung:
Application:

UHF-Senderverstarker (B- oder C-Betrieb)
UHF power amplifier (Class B- or C-operation)

f= 470 MHz
Ugp = 28V

Vorldufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

“AaBe in mm
e E ) 2635 997
| 8-32 UNC 2A
18x45° l
{ C * I
84— — £ - - 37 57 3118
|
;{B_t 249 , f
K3 f r*
[
} ILIRL.ER
E o3
249 - 8 —w 3,201
h— 12— 52 le

Schraubstutzen isoliert
Isolated stud

Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso
_ ‘ollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo

Emitter-Basis-Sperrspannung UEBO
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom

f>2MHz lcMm
Gesamtverlustleistung

tcase = 50°C Ptot?)
Sperrschichttemperatur tj
Lagerungstemperatur tstg
Anzugsdrehmoment Ma

AEG-TELEFUNKEN
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3/8" Schraubstutzen-
Stripline-Gehause

SOT 48

Gewicht - Weight

max. 2,5g

60 \'

30 Vv

4 Vv

2 A

6 A

43 w
200 °C
-55..+200 °C
0,81t 0,05 Nm
(80,5 cmkp)
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Ic
* Erlaubter Arbeitsbereich
[l
tcase $90°C
10
A
— 1’2MH2‘ R
\\
\
t22MHz MK e
1 b \“ Em2mws | | |]|
N\ Ves=15V T
\\‘.:BE on  HH
[ SYAY
i
03]
1 10V
Uce—™
Min. Typ. Max.
Wérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause RihJc 35 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Geh&usetemperatur toage = 25°C
Kollektor-Reststrom

Ucg=28V,Ig =0 IcEO 10 mA
Kollektor-Basis-Sperrspannung -

Ic=5mAIg=0 Ucgo® 60 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

=0 UcEOsus?) 30 v
Emitter-Basis-Sperrspannung

l|gE=1mA,Ic =0 Ueso 4 Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ic =20A,lg=05A UcEsat*)? 0,9 \"
Koliektor-Basis-Gleichstromverhltnis

Ucg=5V.Ig=1A hgg*)2) 35 350

t t
*) AQL = 0,65% 1)T’J =01, tp = 10ms Z)Tp =001, 1 = 03ms
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Min. Typ. Max.
Dynamische KenngroBen - AC characteristics
Gehéausetemperatur tease = 25°C

Transitfrequenz

Ucg = 5V, f = 100MHz fTmax Y 1000 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg = 28V, f = 1MHz Cco 38 pF
Ausgangsleistung

Uce = 23V, f = 470MHz, P; = 34 W Pq 2) 15 w

Generator-Impedanz: Zg = 06 —-j7Q

Last-Leitwert: YL = 80—-j40 mS
Kollektor-Wirkungsgrad

Ucg = 23V, f = 470 MHz, Pq=15W N¢ 2) 55 %
Ausgangsleistung

Ucg = 28V, f = 470MHz, P; = 45W Pq 2) 20 w

Bei Fehlanpassung des Ausgangs (Blindlast) mit s < 50, Ugg = 23V, P; = 34 W und
f = 470 MHz tritt eine Schadigung des Transistors nicht ein, vorausgesetzt tj < 200°C.
By mismatching the output (reactive load) with: s < 50, Uce =23V, P; = 34W,

f = 470 MHz there is no damage to the transistor, provided t; < 200°C.

Ly =3 Wdg/#8CuL
L, = 5 Wdgl/$h4 Cuag
Lz =3 Wdg/ @8 CuL
Lg= Ferritdrossel
Rg=R =510

MeBschaltung fiir:P_,n_;
731147 Tk o 9 a fle
+ Ug - f=470 MHz

1) Maximalwert der Funktion fT = f(Ic)  2) siehe MeBschaltung
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? | ! l lnwu Tik T 721073 ™
i T
q Uge =28V Pc
2 3v 80
4 V
/
w p4 % Ucg =23V
4 f = 470MHz
/ c
4 tcase = 25°
5 V.

15 /('c '_;;o:m N 60 p=

/ el i

/ /

/ —
10 f/ 40 -

A
/
5 20
o] 1 2 3 4w 0 5 10 15w
Pi — Pq—>

T 721069 ™
b
GHz // N
Ucg =5V
a f =100MHz
08 i tease = 25°C
l N\
06 e
i
04 1
0,2
o 2A
Ic—
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir VHF-UHF-Endstufen,
Oszillatoren und Treiberstufen mit niedriger Betriebsspannung.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for VHF/UHF power stages,
oscillators and driver stages with low supply voltages.
Vorladufige technische Daten - Tentative data

A _ iessungen - Dimensions
MaBe in mm

10-32UNF-2A g1
T
e
le— 111 —l=—109 Normgehéause
JEDEC TO 60
Emitter mit Geh&use verbunden Gewicht - Weight
I max.5g
Emitter is connected to case
Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
— ollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 40 Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 20 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 4 Vv
Kollektorstrom Ic 1 A
Gesamtverlustleistung Piot 8 W
tcase = 75° C
Sperrschichttemperatur t 200 °C
Lagerungstemperatur tstg —65..+200 °C
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Waérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause Rinsc <15 °C/W
Statlsche KenngréB8en - DC charactenstlcs
Gehéausetemperatur tease = 25°C
Min. Typ. Max.

Kollektorreststrom Iceo®) ;I.QO HA
Uce = 15V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uer)ceo’) 40 —

Kollektor-Emitter-Durchbr.uchspapn‘,ulil_g Uemceo’)) 20 v
Ic = 150 mA |

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Uer) EBO") 4 v
le = 01mA "

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis heet) 25

Ue =15V, Ic = 750 mA

Dynamlsche KenngréBen - AC characteristics
Gehausetemperatur teage = 25 c
: Min. Typ. Max.

Transit-Frequenz fTmax2) 350 450 MHz
Ug=5Vf= 1OOMHZ
Kollektor-Basus—Kapazntat Cceo 20 pF

Ucs = 5V,|E=me\,f——-0,5MHz
HF-AusgangsIeistuﬁg in nicht-

neutralisierter Schaj;uhg Pg3) 4,7 —
Uce = 12V, P = 1 W, Rg = 50Q ,
f=176MHz

Wirkungsgrad 7.3) 70 %

Uce = 12V, Pq = 47 W, f = 175 MHz

*} AQL = 0,65%
1) impulsmaBig gemessen: —9 0,01,tp = 0,3ms
2) Maximalwert der Funknon T =f(c)

3) siehe MeBschaltung
AEG-TELEFUNKEN
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C1345™ 10...40pF

Cy  =4...20pF

Ly = 4Wdg/$#6.,5 Cuag @1
Lo = Ferritperle

L3 = 2 Wdg/@#7CuAg@t
Lg = 3 Wdg/@9 CuAgt

— RG=RLI50n.
- Us +* e .
734 91Tk MeBschaltung fir: Pq,r)c,
f=175 MHz
? 73194 TR t 73193 ™
fT pq
Ucgm138Y
10 yd )
w tcase™26°C /
f =175MHz 1’ y12v
y.AY.4
8 V.4
600 ‘Ucg= 5V Yy 4
' A o
z f= 100MHz pARV.4
~ tcase® 25°C a 4
e /
400 -
\ a
I/ 9 4
200
2
] 1 2A (o) 2 3w
g —> p—
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir VHF-Endstufen,
Oszillatoren und Treiberstufen mit niedriger Betriebsspannung.

Silicon NPN epitaxial‘ planar transistors for VHF power stages,

oscillators and driver stages with low supply voltages.

Vorldufige technische Daten - Tentative data

Ax.nessungen - Dimensions
MaBe in mm

10-32UNF-2A @84 @1

!
—=33
bt 11,1 ——[:-—7'1‘0.9

Emitter mit Gehause verbunden
Emitter is connected to case

Zubehor siehe Seite 33
Accessories see page 33

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

““ollektor-Basis-Sperrspannung Uceo
~Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo

Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso

Kollektorstrom Ic

Gesamtverlustleistung Ptot

tcase = 75° C
Sperrschichttemperatur tj
Lagerungstemperatur tstg
AEG-TELEFUNKEN
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Normgehause
JEDEC TO 60
Gewicht - Weight
max.5g
40 \'
20 \"
4 \"
2 A
16,5 W
200 °C

—65..+200 °C

143



BLY 79 (40282)

Wirmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehiuse Rinsc

I\

75 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Gehausetemperatur tcase = 25°C
Min. Typ. Max.

Kollektorreststrom Iceo®) 250 pA
Uce =15V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uer)ceo’) 40 ~—
Ic = 0,5 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ugrjceo™)y) 20 v
Ic = 150 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung UeRr)eso”) 4 \
le = 0,25 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaitnis hre 25

Uce =15V,Ic=1A

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Gehdusetemperatur tcase = 25°C
: Min. Typ. Max.

Transit-Frequenz frmax? 300 400 MHz
Ucg =5V, f= 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Ccso 40 pF

Ucg =12V, Ig=0mA, f =05 MHz

HF-Ausgangsleistung in nicht

neutralisierter Schaltung Pg3) 11
Uce =12V, Pi=4W,
Rc =50Q,f =175 MHz

Wirkungsgrad 1¢3) 80 %
Uce = 12V, Pq = 11 W, f = 175MHz

=/

*) AQL = 0,65%
1) impulsmaBig gemessen: % =001,tp = 0,3ms

2) Maximalwert der Funktion fT = f (IC)

3) siehe MeBschaltung
AEG-TELEFUNKEN
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C1,345 =10...40pF

Ca  =4..20pF

Ly = 4Wdg/$6.5 Cuag @1
Lo = Ferritperle

Lz =2Wdglg7Cuagpt
Ls  =3Wdg/goCuAgst
Rg =R =50n

. - Ug, + > . e .
73491TfK MeBschaltung fiir: pq"’c'
fi=175-MHz
t 73198 TR T 73198 ™
fr R
800 20
MHz w
TCase™ 25°C Seemnaoy
t =175MHz
600 15 =
N Ucg® 5V /|
= 100MHz 4
tease™ 25°C
9
10
400 e —— /'/ A
~— »
.
Y/| /
5 9.4
200 5 77T
L 44
D ) p 4 GW
0 1 2A B B P
|c‘"‘> i

AEG-TELEFUNKEN

145




